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(57)【要約】
【課題】  従来とは異なる方式で電流駆動型発光素子の
発光階調を設定する技術を提供する。
【解決手段】  画素回路２１０は、電流プログラミング
回路２４０と、電圧プログラミング用トランジスタ２５
１，２５２とを備える。有機ＥＬ素子２２０の発光階調
の設定時には、第１と第２の電圧プログラミング用トラ
ンジスタ２５１，２５２をオフ状態とオン状態にそれぞ
れ設定し、電圧信号Ｖout を利用して電圧プログラミン
グを行う。次に、第１と第２の電圧プログラミング用ト
ランジスタ２５１，２５２の状態を切換え、電流信号Ｉ
out を利用して電流プログラミングを行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  アクティブマトリクス駆動法によって駆
動される電気光学装置であって、
発光素子を含む複数の画素回路がマトリクス状に配列さ
れた画素回路マトリクスと、
前記画素回路マトリクスの行方向に沿って配列された画
素回路群にそれぞれ接続された複数の走査線と、
前記画素回路マトリクスの列方向に沿って配列された画
素回路群にそれぞれ接続された複数のデータ線と、
前記複数の走査線に接続され、前記画素回路マトリクス
の１つの行を選択するための走査線駆動回路と、
前記発光素子の発光の階調に応じたデータ信号を生成し
て、前記複数のデータ線のうちの少なくとも１つのデー
タ線上に出力することが可能なデータ信号生成回路と、
を備え、
前記データ信号生成回路は、前記データ線上に出力され
る第１のデータ信号としての電流信号を生成するための
電流生成回路と、前記データ線上に出力される第２のデ
ータ信号としての電圧信号を生成するための電圧生成回
路と、を含んでおり、
前記画素回路は、（ｉ）電流駆動型の発光素子と、（ｉ
ｉ）前記発光素子に流れる電流の経路に設けられた駆動
トランジスタと、（ｉｉｉ）前記駆動トランジスタの制
御電極に接続されており、前記電流生成回路から供給さ
れる電流信号の電流値に応じた電荷量を保持することに
よって、前記駆動トランジスタに流れる電流値を設定す
るための保持キャパシタと、（ｉｖ）前記保持キャパシ
タと前記データ線との間に接続されており、前記電流信
号に応じて前記保持キャパシタに電荷を供給するか否か
を制御するための第１のスイッチングトランジスタと、
を含み、前記電流信号の電流値に応じて前記発光素子の
発光の階調が調節される電流プログラミング回路と、
前記保持キャパシタに接続されており、前記電圧生成回
路から供給される電圧信号に応じて前記保持キャパシタ
に電荷を供給するか否かを制御するための第２のスイッ
チングトランジスタと、を備える、電気光学装置。
【請求項２】  請求項１記載の電気光学装置であって、
１列分の画素回路群のためのデータ線は、前記電流信号
を伝送するための電流信号線と、前記電圧信号を伝送す
るための電圧信号線と、を含んでいる、電気光学装置。
【請求項３】  請求項１または２記載の電気光学装置で
あって、さらに、
前記保持キャパシタと前記第１のスイッチングトランジ
スタとの間に直列に接続された第３のスイッチングトラ
ンジスタを備える、電気光学装置。
【請求項４】  請求項１ないし３のいずれかに記載の電
気光学装置であって、
前記保持キャパシタへの電荷の供給は、前記電圧信号に
よる電荷の供給が完了した後に前記電流信号による電荷
の供給が完了するように実行される、電気光学装置。
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【請求項５】  請求項４記載の電気光学装置であって、
前記保持キャパシタへの前記電流信号による電荷の供給
は、前記電圧信号による電荷の供給が完了した後に開始
される、電気光学装置。
【請求項６】  発光素子のための画素回路であって、
（ｉ）電流駆動型の発光素子と、（ｉｉ）前記発光素子
に流れる電流の経路に設けられた駆動トランジスタと、
（ｉｉｉ）前記駆動トランジスタの制御電極に接続され
ており、所定の電流信号線を介して外部の電流生成回路
から供給される電流信号の電流値に応じた電荷量を保持
することによって、前記駆動トランジスタに流れる電流
値を設定するための保持キャパシタと、（ｉｖ）前記保
持キャパシタと前記電流信号線との間に接続されてお
り、前記電流信号に応じて前記保持キャパシタに電荷を
供給するか否かを制御するための第１のスイッチングト
ランジスタと、を含み、前記電流信号の電流値に応じて
前記発光素子の発光の階調が調節される電流プログラミ
ング回路と、
前記保持キャパシタに接続されており、所定の電圧信号
線を介して外部の電圧生成回路から供給される電圧信号
に応じて前記保持キャパシタに電荷を供給するか否かを
制御するための第２のスイッチングトランジスタと、を
備える画素回路。
【請求項７】  電流駆動型の発光素子と、前記発光素子
に流れる電流の経路に設けられた駆動トランジスタと、
前記駆動トランジスタの制御電極に接続されて前記駆動
トランジスタの駆動状態を設定する保持キャパシタと、
含む画素回路を備えた電気光学装置の駆動方法であっ
て、（ａ）前記保持キャパシタに電圧信号を供給するこ
とによって、前記保持キャパシタに電荷を供給するステ
ップと、（ｂ）少なくとも前記電圧信号による電荷の供
給が完了した後の期間において、前記発光素子の発光の
階調に応じた電流値を有する電流信号を利用して、前記
保持キャパシタに前記発光の階調に応じた電荷を保持さ
せるステップと、を備えることを特徴とする電気光学装
置の駆動方法。
【請求項８】  電流駆動型の発光素子と、前記発光素子
に流れる電流の経路に設けられた駆動トランジスタと、
前記駆動トランジスタの制御電極に接続されて前記駆動
トランジスタの駆動状態を設定する保持キャパシタと、
含む画素回路と、前記画素回路に接続されたデータ線
と、を備えた電気光学装置の駆動方法であって、（ａ）
前記データ線を介して前記保持キャパシタに電圧信号を
供給することによって、前記保持キャパシタと前記デー
タ線との双方を充電または放電させるステップと、
（ｂ）少なくとも前記電圧信号の供給が完了した後の期
間において、前記発光素子の発光の階調に応じた電流値
を有する電流信号を利用して、前記保持キャパシタに前
記発光の階調に応じた電荷を保持させるステップと、を
備えることを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、電流駆動型発光
素子の画素回路の技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、有機ＥＬ素子（Organic ElectroL
uminescent element）を用いた電気光学装置が開発され
ている。有機ＥＬ素子は、自発光素子であり、バックラ
イトが不要なので、低消費電力、高視野角、高コントラ
スト比の表示装置を達成できるものと期待されている。
なお、本明細書において、「電気光学装置」とは、電気
信号を光に変換する装置を意味している。電気光学装置
の最も普通の形態は、画像を表す電気信号を画像を表す
光に変換する装置であり、特に表示装置として好適であ
る。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】有機ＥＬ素子の画素回
路としては、電圧値に応じて発光階調を設定する電圧プ
ログラミング方式の画素回路と、電流値に応じて発光階
調を設定する電流プログラミング方式の画素回路とが存
在する。なお、「プログラミング」とは、画素回路に発
光階調を設定する処理を意味している。電圧プログラミ
ング方式は、比較的高速であるが、発光階調の設定精度
があまり良くない場合がある。一方、電流プログラミン
グ方式は、発光階調の設定精度は比較的良好であるが、
設定に比較的長時間を要する場合がある。
【０００４】そこで、従来とは異なる方式の画素回路が
望まれていた。このような要望は、有機ＥＬ素子を用い
た表示装置に限らず、有機ＥＬ素子以外の電流駆動型発
光素子を用いた表示装置や電気光学装置に共通する問題
であった。
【０００５】本発明は、上述した従来の課題を解決する
ためになされたものであり、従来とは異なる方式で電流
駆動型発光素子の発光階調を設定する技術を提供するこ
とを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段およびその作用・効果】上
記目的を達成するために、本発明による電気光学装置
は、アクティブマトリクス駆動法によって駆動される電
気光学装置であって、発光素子を含む複数の画素回路が
マトリクス状に配列された画素回路マトリクスと、前記
画素回路マトリクスの行方向に沿って配列された画素回
路群にそれぞれ接続された複数の走査線と、前記画素回
路マトリクスの列方向に沿って配列された画素回路群に
それぞれ接続された複数のデータ線と、前記複数の走査
線に接続され、前記画素回路マトリクスの１つの行を選
択するための走査線駆動回路と、前記発光素子の発光の
階調に応じたデータ信号を生成して、前記複数のデータ
線のうちの少なくとも１つのデータ線上に出力すること
が可能なデータ信号生成回路と、を備える。前記データ
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信号生成回路は、前記データ線上に出力される第１のデ
ータ信号としての電流信号を生成するための電流生成回
路と、前記データ線上に出力される第２のデータ信号と
しての電圧信号を生成するための電圧生成回路と、を含
んでいる。前記画素回路は、（ｉ）電流駆動型の発光素
子と、（ｉｉ）前記発光素子に流れる電流の経路に設け
られた駆動トランジスタと、（ｉｉｉ）前記駆動トラン
ジスタの制御電極に接続されており、前記電流生成回路
から供給される電流信号の電流値に応じた電荷量を保持
することによって、前記駆動トランジスタに流れる電流
値を設定するための保持キャパシタと、（ｉｖ）前記保
持キャパシタと前記データ線との間に接続されており、
前記電流信号を前記保持キャパシタに供給するか否かを
制御するための第１のスイッチングトランジスタと、を
含み、前記電流信号の電流値に応じて前記発光素子の発
光の階調が調節される電流プログラミング回路と、前記
保持キャパシタに接続されており、前記電圧生成回路か
ら供給される電圧信号を、前記保持キャパシタに供給す
るか否かを制御するための第２のスイッチングトランジ
スタと、を備える。
【０００７】このような電気光学装置では、第２のスイ
ッチングトランジスタを介して保持キャパシタに電圧信
号を供給して電圧プログラミングを行い、その後、第１
のスイッチングトランジスタを介して保持キャパシタに
電流信号を供給して電流プログラミングを行うことがで
きる。この結果、比較的高速で精度良く発光階調の設定
を行うことが可能である。
【０００８】１列分の画素回路群のためのデータ線は、
前記電流信号を伝送するための電流信号線と、前記電圧
信号を伝送するための電圧信号線と、を含んでいても良
い。
【０００９】この構成によれば、電圧信号と電流信号が
異なる信号線を介して供給されるので、これらの２つの
信号の供給タイミングの調整が容易である。
【００１０】なお、上記電気光学装置は、さらに、前記
保持キャパシタと前記第１のスイッチングトランジスタ
との間に直列に接続された第３のスイッチングトランジ
スタを備えるようにしてもよい。
【００１１】この構成によれば、電圧プログラミング時
と電流プログラミング時で第３のスイッチングトランジ
スタのオン／オフを適切に制御することによって、より
高速で精度良い発光階調の設定を行うことが可能であ
る。
【００１２】なお、前記保持キャパシタへの電荷の供給
は、前記電圧信号による電荷の供給が完了した後に前記
電流信号による電荷の供給が完了するように実行される
ことが好ましい。
【００１３】この構成によれば、最終的に電流プログラ
ミングによって発光素子に流れる電流が設定されるの
で、発光階調をより精度良く設定することが可能であ
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る。
【００１４】なお、前記保持キャパシタへの前記電流信
号による電荷の供給は、前記電圧信号による電荷の供給
が完了した後に開始されるようにしてもよい。
【００１５】本発明による電気光学装置の第１の駆動方
法は、電流駆動型の発光素子と、前記発光素子に流れる
電流の経路に設けられた駆動トランジスタと、前記駆動
トランジスタの制御電極に接続されて前記駆動トランジ
スタの駆動状態を設定する保持キャパシタと、含む画素
回路を備えた電気光学装置の駆動方法であって、（ａ）
前記保持キャパシタに電圧信号を供給することによっ
て、前記保持キャパシタに電荷を供給するステップと、
（ｂ）少なくとも前記電圧信号による電荷の供給が完了
した後の期間において、前記発光素子の発光の階調に応
じた電流値を有する電流信号を利用して、前記保持キャ
パシタに前記発光の階調に応じた電荷を保持させるステ
ップと、を備えることを特徴とする。
【００１６】この方法によれば、電圧信号による保持キ
ャパシタへの電荷の供給が行われた後に、電流信号を利
用して発光階調が最終的に設定されるので、高速かつ正
確に発光階調を設定することが可能である。
【００１７】本発明による電気光学装置の第２の駆動方
法は、電流駆動型の発光素子と、前記発光素子に流れる
電流の経路に設けられた駆動トランジスタと、前記駆動
トランジスタの制御電極に接続されて前記駆動トランジ
スタの駆動状態を設定する保持キャパシタと、含む画素
回路と、前記画素回路に接続されたデータ線と、を備え
た電気光学装置の駆動方法であって、（ａ）前記データ
線を介して前記保持キャパシタに電圧信号を供給するこ
とによって、前記保持キャパシタと前記データ線との双
方を充電または放電させるステップと、（ｂ）少なくと
も前記電圧信号の供給が完了した後の期間において、前
記発光素子の発光の階調に応じた電流値を有する電流信
号を利用して、前記保持キャパシタに前記発光の階調に
応じた電荷を保持させるステップと、を備えることを特
徴とする。
【００１８】この方法によれば、電圧信号による保持キ
ャパシタおよびデータ線の双方の充電または放電が行わ
れた後に、電流信号を利用して発光階調が最終的に設定
されるので、さらに高速かつ正確に発光階調を設定する
ことが可能である。
【００１９】なお、本発明は、種々の形態で実現するこ
とが可能であり、例えば、画素回路、この画素回路を用
いた電気光学装置や表示装置、その電気光学装置や表示
装置を備えた電子装置や電子機器、それらの装置や機器
の駆動方法、その方法の機能を実現するためのコンピュ
ータプログラム、そのコンピュータプログラムを記録し
た記録媒体、そのコンピュータプログラムを含み搬送波
内に具現化されたデータ信号、等の形態で実現すること
ができる。
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【００２０】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態を実施
例に基づいて以下の順序で説明する。
Ａ．第１実施例：
Ｂ．第２実施例：
Ｃ．第３実施例：
Ｄ．第４実施例：
Ｅ．第５実施例：
Ｆ．他の変形例：
【００２１】Ａ．第１実施例：図１は、本発明の第１実
施例としての表示装置の概略構成を示すブロック図であ
る。この表示装置は、コントローラ１００と、表示マト
リクス部２００（「画素領域」とも呼ぶ）と、ゲートド
ライバ３００と、データ線ドライバ４００とを有してい
る。コントローラ１００は、表示マトリクス部２００に
表示を行わせるためのゲート線駆動信号とデータ線駆動
信号を生成して、ゲートドライバ３００とデータ線ドラ
イバ４００にそれぞれ供給する。
【００２２】図２は、表示マトリクス部２００とデータ
線ドライバ４００の内部構成を示している。表示マトリ
クス部２００は、マトリクス状に配列された複数の画素
回路２１０を有しており、各画素回路２１０は有機ＥＬ
素子２２０をそれぞれ有している。画素回路２１０のマ
トリクスには、その列方向に沿って伸びる複数のデータ
線Ｘｍ（ｍ＝１～Ｍ）と、行方向に沿って伸びる複数の
ゲート線Ｙｎ（ｎ＝１～Ｎ）とがそれぞれ接続されてい
る。なお、データ線は「ソース線」とも呼ばれ、また、
ゲート線は「走査線」とも呼ばれる。また、本明細書で
は、画素回路２１０を「単位回路」あるいは単に「画
素」とも呼ぶ。画素回路２１０内のトランジスタは、通
常はＴＦＴ（薄膜トランジスタ）で構成される。
【００２３】ゲートドライバ３００は、複数のゲート線
Ｙｎの中の１本を選択的に駆動して１行分の画素回路群
を選択する。データ線ドライバ４００は、各データ線Ｘ
ｍをそれぞれ駆動するための複数の単一ラインドライバ
４１０を有している。これらの単一ラインドライバ４１
０は、各データ線Ｘｍを介して画素回路２１０にデータ
信号を供給する。このデータ信号に応じて画素回路２１
０の内部状態（後述する）が設定されると、これに応じ
て有機ＥＬ素子２２０に流れる電流値が制御され、この
結果、有機ＥＬ素子２２０の発光の階調が制御される。
【００２４】図３は、第１実施例の画素回路２１０と単
一ラインドライバ４１０の内部構成を示す回路図であ
る。この画素回路２１０は、ｍ番目のデータ線とｎ番目
のゲート線Ｙｎとの交点に配置されている回路である。
なお、１組のデータ線Ｘｍは２本のサブデータ線Ｕ１，
Ｕ２を含んでおり、１組のゲート線Ｙｎは３本のサブゲ
ート線Ｖ１～Ｖ３を含んでいる。
【００２５】単一ラインドライバ４１０は、電圧生成回
路４１１と電流生成回路４１２とを有している。電圧生
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7
成回路４１１は、第１のサブデータ線Ｕ１を介して画素
回路２１０に電圧信号Ｖout を供給する。また、電流生
成回路４１２は、第２のサブデータ線Ｕ２を介して画素
回路２１０に電流信号Ｉout を供給する。
【００２６】画素回路２１０は、電流プログラミング回
路２４０に、２つのスイッチングトランジスタ２５１，
２５２が追加された構成を有している。電流プログラミ
ング回路２４０は、第２のサブデータ線Ｕ２に流れる電
流値に応じて有機ＥＬ素子２２０の階調を調節する回路
である。
【００２７】図４は、トランジスタ２５１がオン状態で
他のトランジスタ２５２がオフ状態である場合の画素回
路２１０の等価回路（すなわち電流プログラミング回路
２４０の等価回路）を示している。この電流プログラミ
ング回路２４０は、有機ＥＬ素子２２０の他に、４つの
トランジスタ２１１～２１４と、保持キャパシタ２３０
（「保持コンデンサ」あるいは「記憶キャパシタ」とも
呼ぶ）とを有している。保持キャパシタ２３０は、第２
のサブデータ線Ｕ２を介して供給された電流信号Ｉout 
の電流値に応じた電荷を保持し、これによって、有機Ｅ
Ｌ素子２２０の発光の階調を調節するためのものであ
る。この例では、第１ないし第３のトランジスタ２１１
～２１３はｎチャンネル型ＦＥＴであり、第４のトラン
ジスタ２１４はｐチャンネル型ＦＥＴである。有機ＥＬ
素子２２０は、フォトダイオードと同様の電流注入型
（電流駆動型）の発光素子なので、ここではダイオード
の記号で描かれている。
【００２８】第１のトランジスタ２１１のドレインは、
第２のトランジスタ２１２のソースと、第３のトランジ
スタ２１３のドレインと、第４のトランジスタ２１４の
ドレインと、にそれぞれ接続されている。第２のトラン
ジスタ２１２のドレインは、第４のトランジスタ２１４
のゲートに接続されている。保持キャパシタ２３０は、
第４のトランジスタ２１４のソース／ゲート間に接続さ
れている。また、第４のトランジスタ２１４のソース
は、電源電位Ｖｄｄにも接続されている。第１のトラン
ジスタ２１２のソースは、第２のサブデータ線Ｕ２を介
して電流生成回路４１２に接続されている。有機ＥＬ素
子２２０は、第３のトランジスタ２１３のソースと接地
電位との間に接続されている。第１と第２のトランジス
タ２１１，２１２のゲートは、第２のサブゲート線Ｖ２
に共通に接続されている。また、第３のトランジスタ２
１３のゲートは、第３のサブゲート線Ｖ３に接続されて
いる。
【００２９】第１と第２のトランジスタ２１１，２１２
は、第２のサブデータ線Ｕ２を介して保持キャパシタ２
３０に電荷を蓄積する際に使用されるスイッチングトラ
ンジスタである。第３のトランジスタ２１３は、有機Ｅ
Ｌ素子２２０の発光期間においてオン状態に保たれるス
イッチングトランジスタである。また、第４のトランジ
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スタ２１４は、有機ＥＬ素子２２０に流れる電流値を制
御するための駆動トランジスタである。第４のトランジ
スタ２１４の電流値は、保持キャパシタ２３０に保持さ
れる電荷量（蓄積電荷量）によって制御される。
【００３０】図３に示す画素回路２１０と図４に示す等
価回路との差異は以下の点である。
（１）第２のトランジスタ２１２のドレインと第４のト
ランジスタのゲートとの接続点ＣＰ１（図４）と、保持
キャパシタ２３０との間に、スイッチングトランジスタ
２５１が追加されている。
（２）保持キャパシタ２３０とスイッチングトランジス
タ２５１との接続点ＣＰ２と、第１のサブデータ線Ｕ１
との間に、スイッチングトランジスタ２５２が追加され
ている。
（３）追加された２つのトランジスタ２５１，２５２の
ゲートに共通に接続されたサブゲート線Ｖ１が追加され
ている。
（４）保持キャパシタ２３０には、第１のサブデータ線
Ｕ１を介して電圧生成回路４１１からの電圧信号Ｖout 
が供給可能であり、また、第２のサブデータ線Ｕ２を介
して電流生成回路４１２からの電流信号Ｉout が供給可
能である。
【００３１】なお、以下では、追加されたトランジスタ
２５１，２５２を、「電圧プログラミング用トランジス
タ２５１，２５２」と呼ぶ。図３の例では、第１の電圧
プログラミング用トランジスタ２５１はｐチャンネル型
ＦＥＴであり、第２の電圧プログラミング用トランジス
タ２５２はｎチャンネル型ＦＥＴである。
【００３２】電流プログラミング回路２４０の第１と第
２のトランジスタ２１１，２１２は、電流信号Ｉout に
よって保持キャパシタ２３０に電荷を供給するか否かを
制御する機能を有しており、本発明における「第１のス
イッチングトランジスタ」に相当する。また、第２の電
圧プログラミング用トランジスタ２５２は、電圧信号Ｖ
out によって保持キャパシタ２３０に電荷を供給するか
否かを制御する機能を有しており本発明における「第２
のスイッチングトランジスタ」に相当する。さらに、第
１の電圧プログラミング用トランジスタ２５１は、本発
明における「第３のスイッチングトランジスタ」に相当
する。なお、第１の電圧プログラミング用トランジスタ
２５１は省略することも可能である。
【００３３】図５は、画素回路２１０の動作を示すタイ
ミングチャートである。ここでは、サブゲート線Ｖ１～
Ｖ３の電圧値（以下、「ゲート信号Ｖ１～Ｖ３」も呼
ぶ）と、第２のサブデータ線Ｕ２の電流値Ｉout と、有
機ＥＬ素子２２０に流れる電流値ＩＥＬとが示されてい
る。
【００３４】駆動周期Ｔｃは、プログラミング期間Ｔｐ
ｒと発光期間Ｔｅｌとに分かれている。ここで、「駆動
周期Ｔｃ」とは、表示マトリクス部２００内のすべての
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有機ＥＬ素子２２０の発光の階調が１回ずつ更新される
周期を意味しており、いわゆるフレーム周期と同じもの
である。階調の更新は、１行分の画素回路群毎に行わ
れ、駆動周期Ｔｃの間にＮ行分の画素回路群の階調が順
次更新される。例えば、３０Ｈｚで全画素回路の階調が
更新される場合には、駆動周期Ｔｃは約３３ｍｓであ
る。
【００３５】プログラミング期間Ｔｐｒは、有機ＥＬ素
子２２０の発光の階調を画素回路２１０内に設定する期
間である。本明細書では、画素回路２１０への階調の設
定を「プログラミング」と呼んでいる。例えば、駆動周
期Ｔｃが約３３ｍｓであり、ゲート線Ｙｎの総数Ｎ（す
なわち画素回路マトリクスの行数）が４８０本である場
合には、プログラミング周期Ｔｐｒは約６９μｓ（＝３
３ｍｓ／４８０）以下になる。
【００３６】プログラミング期間Ｔｐｒでは、まず、第
２と第３のゲート信号Ｖ２，Ｖ３をＬレベルに設定して
第１と第３のトランジスタ２１１，２１３をオフ状態
（閉状態）に保つ。そして、第１のゲート信号Ｖ１をＨ
レベルに設定して、第１の電圧プログラミング用トラン
ジスタ２５１をオフ状態（閉状態）に設定するととも
に、第２の電圧プログラミング用トランジスタ２５２を
オン状態（開状態）に設定する。このとき、電圧生成回
路４１１（図３）は、発光階調に応じた所定の電圧値の
電圧信号Ｖout を生成する。但し、電圧信号Ｖout とし
ては、発光階調に依らずに常に一定の電圧値を有する信
号を利用することも可能である。この電圧信号Ｖout 
が、第２の電圧プログラミング用トランジスタ２５２を
介して保持キャパシタ２３０に供給されると、保持キャ
パシタ２３０には電圧信号Ｖout の電圧値に応じた電荷
が蓄積される。
【００３７】こうして電圧信号Ｖout によるプログラミ
ングが終了すると、第１のゲート信号Ｖ１をＬレベルに
立ち下げて、第１の電圧プログラミング用トランジスタ
２５１をオン状態に設定するとともに、第２の電圧プロ
グラミング用トランジスタ２５２をオフ状態に設定す
る。このとき、画素回路２１０は図４に示した等価回路
になる。この状態において、第２のサブデータ線Ｕ２上
に発光階調に応じた電流値Ｉｍを流しながら、第２のゲ
ート信号Ｖ２をＨレベルに設定して第１と第２のトラン
ジスタ２１１，２１２をオン状態にする（図５（ｂ），
（ｅ））。このとき、電流生成回路４１２（図３）は、
発光階調に応じた一定の電流値Ｉｍを流す定電流源とし
て機能する。図５（ｅ）に示されているように、この電
流値Ｉｍは、所定の電流値の範囲ＲＩ内において、有機
ＥＬ素子２２０の発光の階調に応じた値に設定されてい
る。
【００３８】この電流値Ｉｍによるプログラミングの結
果、保持キャパシタ２３０は、第４のトランジスタ２１
４（駆動トランジスタ）を流れる電流値Ｉｍに対応した
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電荷を保持した状態となる。このとき、第４のトランジ
スタ２１４のソース／ゲート間には、保持キャパシタ２
３０に記憶された電圧が印加される。なお、本明細書で
は、プログラミングに用いられるデータ信号の電流値Ｉ
ｍを「プログラミング電流値Ｉｍ」と呼ぶ。
【００３９】電流信号Ｉout によるプログラミングが終
了すると、ゲートドライバ３００が第２のゲート信号Ｖ
２をＬレベルに設定して第１と第２のトランジスタ２１
１，２１２をオフ状態とし、また、電流生成回路４１２
は電流信号Ｉout を停止する。
【００４０】発光期間Ｔｅｌでは、第１のゲート信号Ｖ
１をＬレベルに維持して画素回路２１０を図４の等価回
路の状態に設定する。また、第２のゲート信号Ｖ２もＬ
レベルに維持し、第１と第２のトランジスタ２１１，２
１２をオフ状態に保ったまま、第３のゲート信号Ｖ３を
Ｈレベルに設定して第３のトランジスタ２１３をオン状
態に設定する。保持キャパシタ２３０には、プログラミ
ング電流値Ｉｍに対応した電圧が予め記憶されているの
で、第４のトランジスタ２１４にはプログラミング電流
値Ｉｍとほぼ同じ電流が流れる。従って、有機ＥＬ素子
２２０にもプログラミング電流値Ｉｍとほぼ同じ電流が
流れ、この電流値Ｉｍに応じた階調で発光する。
【００４１】以上のように、第１実施例の画素回路２１
０は、電圧信号Ｖout によるプログラミングを行った後
に、電流信号Ｉout によるプログラミングを行うので、
電圧信号Ｖout のみによるプログラミングに比べて正確
に発光階調を設定できる。また、電流信号Ｉout のみに
よるプログラミングに比べて高速に発光階調を設定でき
る。すなわち、この画素回路２１０は、従来に比べて高
速で高精度な発光階調の設定を実現することが可能であ
る。
【００４２】Ｂ．第２実施例：図６は、第２実施例の画
素回路２１０ａと単一ラインドライバ４１０の内部構成
を示す回路図である。この画素回路２１０ａは、第１実
施例の画素回路２１０に、第２の保持キャパシタ２３２
を追加したものであり、他の構成は第１実施例と同じで
ある。この第２の保持キャパシタ２３２は、第２のトラ
ンジスタ２１２のドレインと第４のトランジスタのゲー
トの接続点ＣＰ１と、電源電位Ｖｄｄとの間に介挿され
ている。
【００４３】図７は、第２実施例の画素回路２１０ａの
動作を示すタイミングチャートである。第２実施例で
は、プログラミング期間Ｔpcにおいて、第１のゲート信
号Ｖ１と第２のゲート信号Ｖ２が共にＨレベルである期
間が存在する。第１のゲート信号Ｖ１がＨレベルにある
期間では、第２の電圧プログラミング用トランジスタ２
５２がオン状態となり、電圧信号Ｖout によって第１の
保持キャパシタ２３０のプログラミングが実行される。
一方、第２のゲート信号Ｖ２がＨレベルにある期間で
は、電流プログラミング回路２４０ａ内の第１と第２の
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スイッチングトランジスタ２１１，２１２がオン状態と
なり、電流信号Ｉout によって第２の保持キャパシタ２
３２のプログラミングが実行される。なお、第１と第２
のゲート信号Ｖ１，Ｖ２が共にＨレベルである期間で
は、第１の電圧プログラミング用トランジスタ２５１は
オフ状態に保たれているので、第１の保持キャパシタ２
３０の電圧プログラミングと第２の保持キャパシタ２３
２の電流プログラミングとが並行して行われる。
【００４４】その後、第１のゲート信号Ｖ１が第２のゲ
ート信号Ｖ２に先だってＬレベルに立ち下がると、電圧
プログラミングが完了し、２つの保持キャパシタ２３
０，２３２へのプログラミング（電流プログラミング）
が続行される。このとき、第１の保持キャパシタ２３０
は予め電圧プログラミングされているので、２つの保持
キャパシタ２３０，２３２に適切な電荷量を保持させる
のに要する時間を短縮することが可能である。
【００４５】この第２実施例から理解できるように、電
圧信号Ｖout によるプログラミングと、電流信号Ｉout 
によるプログラミングとを同時に実行するようにしても
よい。但し、この場合に、図７のように、電圧プログラ
ミングが完了した後に電流プログラミングを完了するよ
うにすれば、発光の階調をより精度良く設定できるとい
う利点がある。換言すれば、電流プログラミングは、少
なくとも電圧プログラミングが完了した後の期間におい
て実行されることが好ましい。
【００４６】Ｃ．第３実施例：図８は、第３実施例の画
素回路２１０ｂと単一ラインドライバ４１０ｂの内部構
成を示す回路図である。この単一ラインドライバ４１０
ｂの電圧生成回路４１１ｂと電流生成回路４１２ｂは、
電源電位Ｖｄｄに接続されている。
【００４７】第３実施例の画素回路２１０ｂは、いわゆ
るサーノフ型の電流プログラミング回路２４０ｂと、２
つの電圧プログラミング用トランジスタ２５１ｂ，２５
２ｂとを備えている。電流プログラミング回路２４０ｂ
は、有機ＥＬ素子２２０ｂと、４つのトランジスタ２１
１ｂ～２１４ｂと、保持キャパシタ２３０ｂとを有して
いる。なお、この実施例の４つのトランジスタ２１１ｂ
～２１４ｂは、ｐチャンネル型ＦＥＴである。
【００４８】第２のサブデータ線Ｕ２には、第２のトラ
ンジスタ２１２ｂと、保持キャパシタ２３０ｂと、第１
の電圧プログラミング用トランジスタ２５１ｂと、第１
のトランジスタ２１１ｂと、有機ＥＬ素子２２０ｂとが
この順に直列に接続されている。第１のトランジスタ２
１１ｂのドレインは、有機ＥＬ素子２２０ｂに接続され
ている。第１と第２のトランジスタ２１１ｂ，２１２ｂ
のゲートには、第２のサブゲート線Ｖ２が共通に接続さ
れている。
【００４９】電源電位Ｖｄｄと接地電位との間には、第
３のトランジスタ２１３ｂと、第４のトランジスタ２１
４ｂと、有機ＥＬ素子２２０ｂとの直列接続が介挿され
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ている。第３のトランジスタ２１３ｂのドレインと第４
のトランジスタ２１４ｂのソースは、第２のトランジス
タ２１２ｂのドレインにも接続されている。第３のトラ
ンジスタ２１３ｂのゲートには、第３のゲート線Ｖ３が
接続されている。また、第４のトランジスタ２１４ｂの
ゲートは、第１のトランジスタ２１１ｂのソースに接続
されている。
【００５０】第４のトランジスタ２１４ｂのソース／ゲ
ート間には、保持キャパシタ２３０ｂと第１の電圧プロ
グラミング用トランジスタ２５１ｂとの直列接続が介挿
されている。有機ＥＬ素子２２０ｂの発光時には、第１
の電圧プログラミング用トランジスタ２５１ｂはオン状
態に保たれるので、第４のトランジスタ２１４ｂのソー
ス／ゲート間の電圧は、保持キャパシタ２３０ｂの蓄積
電荷量に応じて決定される。
【００５１】第１と第２のトランジスタ２１１ｂ，２１
２ｂは、保持キャパシタ２３０ｂに所望の電荷を蓄積す
る際に使用されるスイッチングトランジスタである。第
３のトランジスタ２１３ｂは、有機ＥＬ素子２２０ｂの
発光期間においてオン状態に保たれるスイッチングトラ
ンジスタである。また、第４のトランジスタ２１４ｂ
は、有機ＥＬ素子２２０ｂに流れる電流値を制御するた
めの駆動トランジスタである。
【００５２】電流プログラミング回路２４０ｂの第１と
第２のトランジスタ２１１ｂ，２１２ｂは、電流信号Ｉ
out によって保持キャパシタ２３０ｂに電荷を供給する
か否かを制御する機能を有しており、本発明における
「第１のスイッチングトランジスタ」に相当する。ま
た、第２の電圧プログラミング用トランジスタ２５２ｂ
は、電圧信号Ｖout によって保持キャパシタ２３０ｂに
電荷を供給するか否かを制御する機能を有しており本発
明における「第２のスイッチングトランジスタ」に相当
する。さらに、第１の電圧プログラミング用トランジス
タ２５１ｂは、本発明における「第３のスイッチングト
ランジスタ」に相当する。なお、第１の電圧プログラミ
ング用トランジスタ２５１ｂは省略することも可能であ
る。
【００５３】図９は、第３実施例の画素回路２１０ｂの
動作を示すタイミングチャートである。この動作では、
図５に示した第１実施例の動作から、第２と第３のゲー
ト信号Ｖ２，Ｖ３の論理が反転している。また、第３実
施例では、図８の回路構成から理解できるように、プロ
グラミング期間Ｔｐｒにおいて、第２と第４のトランジ
スタ２１２ｂ，２１４ｂを経由して有機ＥＬ素子２２０
ｂにプログラミング電流Ｉｍが流れる。従って、第３実
施例では、プログラミング期間Ｔｐｒにおいても有機Ｅ
Ｌ素子２２０が発光する。このように、プログラミング
期間Ｔｐｒでは、有機ＥＬ素子２２０が発光しても良
く、あるいは、第１実施例や第２実施例のように発光し
なくてもよい。
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【００５４】この第３実施例も、第１実施例や第２実施
例と同様の効果を有する。すなわち、電圧プログラミン
グと電流プログラミングとを併用しているので、電圧プ
ログラミングのみの場合に比べて正確に発光階調を設定
でき、また、電流プログラミングのみの場合に比べて高
速に発光階調を設定できる。
【００５５】Ｄ．第４実施例：図１０は、第４実施例の
画素回路２１０ｃと単一ラインドライバ４１０ｃの内部
構成を示す回路図である。単一ラインドライバ４１０ｃ
の電圧生成回路４１１ｃと電流生成回路４１２ｃは、マ
イナスの電源電位－Ｖeeに接続されている。
【００５６】第４実施例の画素回路２１０ｃは、電流プ
ログラミング回路２４０ｃと、２つの電圧プログラミン
グ用トランジスタ２５１ｃ，２５２ｃとを備えている。
電流プログラミング回路２４０ｃは、有機ＥＬ素子２２
０ｃと、４つのトランジスタ２１１ｃ～２１４ｃと、保
持キャパシタ２３０ｃとを有している。なお、この例で
は第１と第２のトランジスタ２１１ｃ，２１２ｃはｎチ
ャンネル型ＦＥＴであり、第３と第４のトランジスタ２
１３ｃ，２１４ｃは、ｐチャンネル型ＦＥＴである。
【００５７】第２のサブデータ線Ｕ２には、第１と第２
のトランジスタ２１１ｃ，２１２ｃがこの順に直列に接
続されている。第２のトランジスタ２１２ｃのドレイン
は、第３と第４のトランジスタ２１３ｃ，２１４ｃのゲ
ートに共通に接続されている。また、第１のトランジス
タ２１１ｃのドレインと第２のトランジスタ２１２ｃの
ソースとが、第３のトランジスタのドレインに共通に接
続されている。第４のトランジスタ２１４ｃのドレイン
は、有機ＥＬ素子２２０ｂを介して電源電位－Ｖeeに接
続されている。第３と第４のトランジスタ２１３ｃ，２
１４ｃのソースは接地されている。第３と第４のトラン
ジスタ２１３ｃ，２１４ｃのゲート／ソース間には、第
１の電圧プログラミング用トランジスタ２５１ｃと保持
キャパシタ２３０ｃとの直列接続が介挿されている。第
１の電圧プログラミング用トランジスタ２５１ｃがオン
状態の時には、保持キャパシタ２３０ｃは、有機ＥＬ素
子２２０ｃの駆動トランジスタである第４のトランジス
タ２１４ｂのソース／ゲート間の電圧を設定する。従っ
て、有機ＥＬ素子２２０ｃの発光階調は、保持キャパシ
タ２３０ｃの蓄積電荷量に応じて決定される。保持キャ
パシタ２３０ｃの一方の端子と、第１のサブデータ線Ｕ
１との間には、第２の電圧プログラミング用トランジス
タ２５２ｃが接続されている。
【００５８】２つの電圧プログラミング用トランジスタ
２５１ｃ，２５２ｃのゲートには、第１のサブゲート線
Ｖ１が共通に接続されている。また、第１と第２のトラ
ンジスタ２１１ｃ，２１２ｃのゲートには、第２と第３
のサブゲート線Ｖ２，Ｖ３がそれぞれ接続されている。
【００５９】第１と第２のトランジスタ２１１ｃ，２１
２ｃは、保持キャパシタ２３０ｃに所望の電荷を蓄積す
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る際に使用されるスイッチングトランジスタである。第
４のトランジスタ２１４ｃは、有機ＥＬ素子２２０に流
れる電流値を制御するための駆動トランジスタである。
なお、第３と第４のトランジスタ２１３ｃ，２１４ｃは
いわゆるカレントミラー回路を構成しており、第３のト
ランジスタ２１３ｃを流れる電流値と、第４のトランジ
スタ２１４ｃを流れる電流値は所定の比例関係にある。
従って、第２のサブデータ線Ｕ２を介して第３のトラン
ジスタ２１３ｃのプログラミング電流Ｉｍを流すと、こ
れに比例した電流が第４のトランジスタ２１４ｃと有機
ＥＬ素子２２０ｃとを流れる。これらの２つの電流値の
比は、２つのトランジスタ２１３ｃ，２１４ｃの利得係
数βの比に等しい。なお、利得係数βは、良く知られて
いるように、β＝（μＣ

0
 Ｗ／Ｌ）で定義される。ここ

で、μはキャリアの移動度、Ｃ
0
 はゲート容量、Ｗはチ

ャンネル幅、Ｌはチャンネル長である。
【００６０】この電流プログラミング回路２４０ｃの第
１と第２のトランジスタ２１１ｃ，２１２ｃは、電流信
号Ｉout によって保持キャパシタ２３０ｃに電荷を供給
するか否かを制御する機能を有しており、本発明におけ
る「第１のスイッチングトランジスタ」に相当する。ま
た、第２の電圧プログラミング用トランジスタ２５２ｃ
は、電圧信号Ｖout によって保持キャパシタ２３０ｃに
電荷を供給するか否かを制御する機能を有しており本発
明における「第２のスイッチングトランジスタ」に相当
する。さらに、第２の電圧プログラミング用トランジス
タ２５１ｃは、本発明における「第３のスイッチングト
ランジスタ」に相当する。なお、第１の電圧プログラミ
ング用トランジスタ２５１ｃは省略することも可能であ
る。
【００６１】図１０は、第４実施例の画素回路２１０ｃ
の動作を示すタイミングチャートである。プログラミン
グ期間Ｔprでは、まず、第１のゲート信号Ｖ１のみがＨ
レベルとなり、第１と第２の電圧プログラミング用トラ
ンジスタ２５１ｃ，２５２ｃがオフ状態とオン状態にそ
れぞれ設定される。このとき、電圧生成回路４１１ｃ
が、第１のサブデータ線Ｕ１を介して電圧信号Ｖout を
保持キャパシタ２３０ｃに供給して、電圧プログラミン
グを行う。次に、第１のゲート信号Ｖ１がＬレベルに立
ち下がり、第２と第３のゲート信号Ｖ２，Ｖ３がＨレベ
ルとなる。第２と第３のゲート信号Ｖ２，Ｖ３がＨレベ
ルにある期間では、電流プログラミング回路２４０ｃ内
の第１と第２のスイッチングトランジスタ２１１ｃ，２
１２ｃがオン状態となり、電流信号Ｉout によって保持
キャパシタ２３０ｃのプログラミングが実行される。こ
のとき、第４のトランジスタ２１４ｃおよび有機ＥＬ素
子２２０ｃにも、電流信号Ｉout の電流値Ｉｍ（図１１
（ｅ））に比例した電流値Ｉｍａが流れる（図１１
（ｆ））。このとき、第３と第４のトランジスタ２１３
ｃ，２１４ｃの駆動状態に応じた電荷が保持キャパシタ
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２３０ｃに蓄積される。従って、第２と第３のゲート信
号Ｖ２，Ｖ３がＬレベルに立ち下がった後も、第４のト
ランジスタ２１４ｃと有機ＥＬ素子２２０ｃには、保持
キャパシタ２３０ｃの蓄積電荷量に応じた電流値Ｉｍａ
が流れる。
【００６２】この第４実施例も、上述した他の実施例と
同様の効果を有する。すなわち、電圧プログラミングと
電流プログラミングとを併用しているので、電圧プログ
ラミングのみの場合に比べて正確に発光階調を設定で
き、また、電流プログラミングのみの場合に比べて高速
に発光階調を設定できる。
【００６３】Ｅ．第５実施例：図１２は、第５実施例の
画素回路２１０ｄと単一ラインドライバ４１０ｄの内部
構成を示す回路図である。この画素回路２１０ｄは、図
４に示した回路と同じものである。すなわち、第５実施
例では、第１実施例（図３）に設けられていた２つのス
イッチングトランジスタ２５１，２５２を有していな
い。また、これらのトランジスタ２５１，２５２のため
のサブゲート線Ｖ１も省略されている。単一ラインドラ
イバ４１０ｄや、その内部の回路４１１ｄ，４１２ｄ
は、図３に示した第１実施例におけるこれらの回路と同
じものである。但し、第５実施例では、電圧生成回路４
１１ｄと電流生成回路４１２ｄとが、１本のデータ信号
線Ｘｍに共通に接続されている点で第１実施例と異な
る。
【００６４】図１３は、第５実施例の画素回路２１０ｄ
の動作を示すタイミングチャートである。プログラミン
グ期間Ｔｐｒの前半では電圧生成回路４１１ｄから電圧
信号Ｖout （図１３（ｃ））がデータ線Ｘｍに供給され
て電圧プログラミングが実行され、このとき、データ線
Ｘｍの充電または放電と、保持キャパシタ２３０の充電
または放電とが行われる。後半では電流生成回路４１２
ｄから電流信号Ｉout（図１３（ｄ））が供給されて、
保持キャパシタ２３０が正確にプログラミングされる。
第５実施例では、電圧プログラミングと電流プログラミ
ングの両方においてスイッチングトランジスタ２１１が
オン状態に設定されるので、これらの両方においてゲー
ト信号Ｖ２がＨレベルに保たれる。
【００６５】このように、従来と同じ画素回路を用いた
場合にも、電圧プログラミングと電流プログラミングと
を併用するようにすれば、電圧プログラミングのみの場
合に比べて正確に発光階調を設定でき、また、電流プロ
グラミングのみの場合に比べて高速に発光階調を設定で
きる。特に、第５実施例では、１つのデータ線Ｘｍを用
いて電圧プログラミングが行われた後に、同じデータ線
Ｘｍを用いて電流プログラミングが実施される。電圧プ
ログラミングでは、データ線Ｘｍと保持キャパシタ２３
０の両方に対して一種のプリチャージが行われ、その
後、電流プログラミングが実施される。従って、従来に
比べて高速にかつ正確に発光階調を設定することが可能
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である。
【００６６】図１４は、第５実施例の変形例を示す回路
図である。この変形例では、電圧生成回路４１１ｄが、
電源電圧Ｖｄｄ側に配置されている点が図１２の構成と
異なる。このような回路においても、図１２の回路と同
様な効果が得られる。
【００６７】なお、第５実施例のように、同一のデータ
線Ｘｍを用いて電圧プログラミングと電流プログラミン
グを行う場合に、電圧プログラミング期間と電流プログ
ラミング期間とが部分的に重なり合っていても良い。発
光階調を正確に設定するためには、少なくとも電圧プロ
グラミング（電圧信号の供給）が完了した後の期間にお
いて、電流プログラミング（電流信号の供給）が行われ
るように、電圧信号と電流信号のタイミングが調整され
ていることが好ましい。
【００６８】Ｆ．他の変形例：
Ｆ１：上述した各種の実施例では、１行分の画素回路群
毎に（すなわち、線順次に）プログラミングを行ってい
たが、この代わりに、１画素回路毎に（すなわち、点順
次に）プログラミングを行うようにしてもよい。点順次
にプログラミングを行う場合には、１組のデータ線Ｘｍ
（Ｕ１，Ｕ２）毎に１つの単一ラインドライバ４１０
（データ信号生成回路）を設ける必要はなく、画素回路
マトリクスの全体に対して、１つの単一ラインドライバ
４１０のみを設けておけばよい。このとき、１つの単一
ラインドライバ４１０は、プログラミング対象となる画
素回路を含む１組のデータ線上に、データ信号（電圧信
号Ｖout と電流信号Ｉout ）を出力できるように構成さ
れていればよい。これを実現するために、例えば、単一
ラインドライバ４１０と複数組のデータ線との接続関係
を切り換えるスイッチ回路を設けるようにしてもよい。
【００６９】Ｆ２：上述した各種の実施例では、すべて
のトランジスタがＦＥＴで構成されているものとしてい
たが、一部または全部のトランジスタをバイポーラトラ
ンジスタや他の種類のスイッチング素子で置き換えるこ
とも可能である。ＦＥＴのゲート電極と、バイポーラト
ランジスタのベース電極は、本発明における「制御電
極」に相当する。これらの各種のトランジスタとして
は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）に加えて、シリコンベ
ースのトランジスタも採用可能である。
【００７０】Ｆ３：上述した各種の実施例で用いた画素
回路では、プログラミング期間Ｔｐｒと発光期間Ｔｅｌ
とが分かれていたが、プログラミング期間Ｔｐｒが発光
期間Ｔｅｌの一部に重なるような画素回路を用いること
も可能である。例えば、図９や図１１の動作では、プロ
グラム期間Ｔｐｒ中にも有機ＥＬ素子に電流ＩＥＬが流
れており、発光している。従って、これらの動作では、
プログラム期間Ｔｐｒと発光期間Ｔｅｌとが一部重なっ
ていると考えることも可能である。
【００７１】Ｆ４：上述した各種の実施例においては、
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アクティブマトリクス駆動法を利用するものとしていた
が、本発明は、パッシブマトリクス駆動法を用いて有機
ＥＬ素子を駆動する場合にも適用可能である。但し、多
階調の調整が可能な表示装置や、アクティブマトリクス
駆動法を用いる表示装置に対しては、駆動の高速化への
要求がより強いので、本発明の効果もより顕著である。
さらに、本発明は、画素回路をマトリクス状に配列した
表示装置に限らず、他の配列を採用した場合にも適用す
ることが可能である。
【００７２】Ｆ５：上述した実施例や変形例では、有機
ＥＬ素子を用いた表示装置の例を説明したが、本発明
は、有機ＥＬ素子以外の発光素子を用いた表示装置や電
子装置にも適用可能である。例えば、駆動電流に応じて
発光の階調が調整可能な他の種類の発光素子（ＬＥＤや
ＦＥＤ（Field Emission Display）など）を有する装置
にも適用することができる。
【００７３】Ｆ６：上述した各実施例で説明した動作は
単なる一例であり、画素回路に異なる動作を行わせるよ
うにしてもよい。例えば、ゲート信号Ｖ１～Ｖ３の変化
のパターンを上述の例とは異なるパターンに設定するこ
とも可能である。また、電圧プログラミングが必要か否
かを判断して、必要とされる場合にのみ電圧プログラミ
ングを実行するようにしてもよい。例えば、電圧信号と
して供給されるデータ信号が、発光素子のすべての階調
に対応する電圧値を取り得るようにしてもよい。また、
データ信号の電圧値の数は、発光素子の階調の数よりも
少なくても良い。後者の場合には、発光素子の階調のあ
る範囲毎に、データ信号の１つの電圧値が対応付けられ
る。
【００７４】Ｆ７：上述した各実施例の画素回路は、種
々の電子機器の表示装置に適用可能であり、例えば、パ
ーソナルコンピュータや、携帯電話、ディジタルスチル
カメラ、テレビ、ビューファインダ型やモニタ直視型の
ビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ペー
ジャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステ
ーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備
えた機器等に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例としての表示装置の概略構
成を示すブロック図。
【図２】表示マトリクス部２００とデータ線ドライバ４
００の内部構成を示すブロック図。
【図３】第１実施例の画素回路２１０と単一ラインドラ
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イバ４１０の内部構成を示す回路図。
【図４】トランジスタ２５１がオン状態で他のトランジ
スタ２５２がオフ状態の場合の画素回路２１０の等価回
路を示す回路図。
【図５】第１実施例の画素回路２１０の通常の動作を示
すタイミングチャート。
【図６】第２実施例の画素回路２１０ａと単一ラインド
ライバ４１０の内部構成を示す回路図。
【図７】第２実施例の画素回路２１０ａの動作を示すタ
イミングチャート。
【図８】第３実施例の画素回路２１０ｂと単一ラインド
ライバ４１０ｂの内部構成を示す回路図。
【図９】第３実施例の画素回路２１０ｂの動作を示すタ
イミングチャート。
【図１０】第４実施例の画素回路２１０ｃと単一ライン
ドライバ４１０ｃの内部構成を示す回路図。
【図１１】第４実施例の画素回路２１０ｃの動作を示す
タイミングチャート。
【図１２】第５実施例の画素回路２１０ｄと単一ライン
ドライバ４１０ｄの内部構成を示す回路図。
【図１３】第５実施例の画素回路２１０ｄの動作を示す
タイミングチャート。
【図１４】第５実施例の変形例の構成を示す回路図。
【符号の説明】
２００…表示マトリクス部
２１０…画素回路
２１１，２１２…スイッチングトランジスタ（第１のス
イッチングトランジスタ）
２１３…トランジスタ
２１４…駆動トランジスタ
２２０…有機ＥＬ素子
２３０，２３２…保持キャパシタ
２４０…電流プログラミング回路
２５１…電圧プログラミング用トランジスタ（第３のス
イッチングトランジスタ）
２６１…電圧プログラミング用トランジスタ（第２のス
イッチングトランジスタ）
３００…ゲートドライバ
４００…データ線ドライバ
４１０…単一ラインドライバ
４１１…電圧生成回路
４１２…電流生成回路
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